                                               12. Полупроводниковые приборы и устройства 

Исследованию релаксации избыточного тока  кремниевых диодов Шоттки , изготовленного с применением  различных аморфных металлических сплавом 
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Увеличение надежности и улучшение качества электронных приборов, в том чис- ле  приборов на основе барьера Шоттки, остается настоятельной потреб- ностью со в р еменной полупроводниковой техники[ 1-4 ]. Данная  работа посвя-щена исследованию релаксации избыточного тока кремниевых ((TiAu,NiTi,PbSb) -nSi диодов Шоттки (ДШ) изготовленного с применением аморфных металличес- ких сплавом [1-3], подвергнутых 
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-облучению либо локальному нарушению стр- уктуры границы раздела с помощью алмазного индентора[1,3,4].Уменьшение из-

бы  точного то-  ка диода достигалось как с помощью термоотжига, так и путем ультразвукового облучения. Параллельно исследовались параметры солнечных
 элементов, изготовленных из указанных ДШ, подвергнутых 
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-облучению и од- нократному либо двукратному ультразвуковому облучению. 
Для  изготовления ДШ  использовали кремниевую пластину  n– типа с  ориента- цией (III) и  удельным сопротивлением  0,7 Ом•см. Матрица содержала 14 диодов, площади которых менялись в интервале от 100 до 1400 мкм2. В нашем случае  ко-нтакта ДШ  была равна  900 мкм2,а также для изготовления кремние-

вых    солнечных  элементов толщина кремниевых пластин была 280мкм, толщина пленки(TiAu, NiTi,PbSb) d =0,4 мкм Пленки освещается перпендикулярно к пов-ерхности солнечный элемент (СЭ) [1,3]. СЭ  облучались (-квантами 60Со с дозой ~106 Rad при комнатной температуре. Затем эти образцы были последовательно, в два этапа, подвергнуты УЗО; продольная волна вводилась с тыльной стороны об- разца, перпендикулярно к его рабочей поверхности.На первом этапе УЗО-1 (час тота fУЗ (95МГц, интенсивность WУЗ (0,55Вт/см2, продолжительность t (120 мин) ; на вто- ром, УЗО-2, (fУЗ (30МГц, WУЗ (15Вт/см2 и t (200мин)[1,3,4].   Выявлено, что релаксации деградации вследствие термических и ультразвуковых обработокa ((TiAu, NiTi,PbSb)-nSi ДШ связано  с изменением параметров отжига, в данной работе его значение меняется в интервале 
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,основной этап процесса отжи- га «излечивает» поврежденные диоды. ᾳt- характеристики релаксации избыточно- го тока под действием термоотжига за время 
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. Одновременно  рассмотрены экс- периментальные результаты, доказывающие возможность восстановления и уп-рав​ления параметрами кремниевых СЭ с помощью УЗО.   Восстановление  исход- ных электрофизических и фотоэлектрических свойств СЭ, нарушенных ( облуче- нием, с помощью УЗО связано с перегруппировкой и атермическим отжигом ра-диационных дефектов, образованных γ-квантами. 
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